
PEDOT:PSS を正孔輸送層に用いた GaInN 系緑色 LED の作製 

Fabrication of GaInN-based green LED with PEDOT:PSS as a hole transport layer 
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【はじめに】窒化物系 LEDでは長波長化するほど外部量子効率が低下する。この一因として、長

波長 MQWが熱的に不安定であり、p-GaN成長時の熱的負荷に耐えられず劣化してしまうことが

挙げられる。そのため本研究では、p-GaNを PEDOT:PSSに置き換えた PEDOT-LED構造を検討し

た。本グループでは、青色波長領域での PEDOT-LED の発光を報告した。長波長領域での発光に

向けて、本発表では緑色波長領域での PEDOT-LEDの作製について報告する。 

【実験方法】青色および緑色 PEDOT-LEDの作製では、サファイア基板上にMOVPE法により Fig. 

1に示す n-GaN、GaInN活性層、p-AlGaN-EBLを成長させた。EBLの厚さおよび組成は、各色で

最も光るように最適化した条件を使用した。1cm 角に割ったウェハーにスピンコート法と 160℃

でのプリベーキングにより PEDOT:PSSをウェハー全面に低温成膜した後、PEDOTを水や現像液

から保護するためにスパッタリング装置にて Ag を全面に成膜した。リソグラフィにて n 層露出

用のパターニングを行った後、Arプラズマにより Ag、PEDOT、半導体のエッチングを行い n層

を露出させた。リソグラフィによって pad 電極形成用のパターニングを行い、真空蒸着装置によ

り電極を形成した。LED作製後、プローバーにて室温で I-V-L特性の測定を行った。 

【実験結果】Fig.2に発光スペクトル、Fig.3に I-V特性、Fig4に I-L特性の測定結果を示す。結果

として電流注入により 550nm近傍で発光ピーク波長を示した。青色 PEDOT-LEDと比較すると、

緑色の光出力は約三分の一に低下した。活性層の PL強度や LEDの発光パターンは同程度であっ

たことから、キャリアの注入効率が低下していると考えられる。今後その要因の解析と改善が重

要である。 
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